
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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２つの電極のうちの一方の電極が第１の電源電位と第２の電源電位の間の第１の基準電
位に設定された容量素子をそれぞれ有したメモリセルがアレイ化されて構成されたメモリ
セルアレイと、前記容量素子の他方の電極に接続されて前記メモリセルアレイ中の複数の
メモリセルにデータをそれぞれ送受するビット線対と、前記ビット線対を前記第１の電源
電位と前記第２の電源電位の間の第２の基準電位にプリチャージするイコライズ回路とを
備えたメモリ回路に設けられ、
　前記ビット線対の間に接続され、選択した前記メモリセルの保持データに対するアクセ
スで該ビット線対の間に表れる微小電位差を感知するＮ型チャネルＭＯＳトランジスタで
構成された第１のセンスアンプとＰ型チャネルＭＯＳトランジスタで構成された第２のセ
ンスアンプと、
　前記ビット線対と前記第１及び第２のセンスアンプの間の導通制御を行うトランスファ
ゲートと、
　与えられた制御信号に基づき、論理レベルが互いに相補的な第１の活性化信号と第２の
活性化信号とを生成する活性化信号生成回路と、
　ソースが前記第１の電源電位に接続されると共にドレインが前記第１のセンスアンプに
接続され、ゲートに入力された前記第１の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第１のセンスアンプを活性化する第１のＭＯＳトランジスタと、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されると共にドレインが前記第２のセンスアンプに



【請求項２】
　

【請求項３】
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接続され、ゲートに入力された前記第２の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第２のセンスアンプを活性化する第２のＭＯＳトランジスタとを備えたセンス
回路において、
　前記活性化信号生成回路は、
　前記制御信号をゲートに入力して該制御信号のレベルに応じた論理レベルの前記第１の
活性化信号を出力する第１手段と、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されて前記第１の活性化信号をゲートに入力するＰ
型チャネルＭＯＳトランジスタと、ドレインが該Ｐ型チャネルＭＯＳトランジスタのドレ
インに接続されると共にソースが前記第１の基準電位または前記第２の基準電位に接続さ
れ、前記第１の活性化信号をゲートに入力して該ドレインから前記第２の活性化信号を出
力するＮ型チャネルＭＯＳトランジスタとを備えた第２手段とで構成したことを特徴とす
るセンス回路。

請求項１記載のメモリ回路に設けられ、
　前記ビット線対の間に接続され、選択した前記メモリセルの保持データに対するアクセ
スで該ビット線対の間に表れる微小電位差を感知するＮ型チャネルＭＯＳトランジスタで
構成された第１のセンスアンプとＰ型チャネルＭＯＳトランジスタで構成された第２のセ
ンスアンプと、
　前記ビット線対と前記第１及び第２のセンスアンプの間の導通制御を行うトランスファ
ゲートと、
　与えられた制御信号に基づき、論理レベルが互いに相補的な第１の活性化信号と第２の
活性化信号とを生成する活性化信号生成回路と、
　ソースが前記第１の電源電位に接続されると共にドレインが前記第１のセンスアンプに
接続され、ゲートに入力された前記第１の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第１のセンスアンプを活性化する第１のＭＯＳトランジスタと、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されると共にドレインが前記第２のセンスアンプに
接続され、ゲートに入力された前記第２の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第２のセンスアンプを活性化する第２のＭＯＳトランジスタとを備えたセンス
回路において、
　前記活性化信号生成回路は、
　前記制御信号をゲートに入力して該制御信号のレベルに応じた論理レベルの前記第１の
活性化信号を出力する第１手段と、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されて前記第１の活性化信号をゲートに入力する第
１のＰ型チャネルＭＯＳトランジスタと、ドレインが該第１のＰ型チャネルＭＯＳトラン
ジスタのドレインに接続されると共にソースが前記第１の基準電位または前記第２の基準
電位に接続され、前記制御信号をゲートに入力して該ドレインから前記第２の活性化信号
を出力する第２のＰ型チャネルＭＯＳトランジスタとを備えた第２手段とで構成したこと
を特徴とするセンス回路。

請求項１記載のメモリ回路に設けられ、
　前記ビット線対の間に接続され、選択した前記メモリセルの保持データに対するアクセ
スで該ビット線対の間に表れる微小電位差を感知するＮ型チャネルＭＯＳトランジスタで
構成された第１のセンスアンプとＰ型チャネルＭＯＳトランジスタで構成された第２のセ
ンスアンプと、
　前記ビット線対と前記第１及び第２のセンスアンプの間の導通制御を行うトランスファ
ゲートと、
　与えられた制御信号に基づき、論理レベルが互いに相補的な第１の活性化信号と第２の
活性化信号とを生成する活性化信号生成回路と、
　ソースが第１の電源電位に接続されると共にドレインが前記第１のセンスアンプに接続
され、ゲートに入力された前記第１の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状態の



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体メモリに接続されたビット線の間の電位差を検知してそれを増幅するセ
ンス回路に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図２は、従来のＤＲＡＭの要部を示す回路図である。
ＤＲＡＭでは、メモリセルアレイ１中に複数のメモリセルＭ１，Ｍ２，…を備えている。
各メモリセルＭ１，Ｍ２，…は同様の構成であり、平行平板容量２とＮチャネル型ＭＯＳ
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とき該第１のセンスアンプを活性化する第１のＭＯＳトランジスタと、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されると共にドレインが前記第２のセンスアンプに
接続され、ゲートに入力された前記第２の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第２のセンスアンプを活性化する第２のＭＯＳトランジスタとを備えたセンス
回路において、
　前記活性化信号生成回路は、
　前記制御信号をゲートに入力して該制御信号のレベルに応じた論理レベルの前記第１の
活性化信号を出力する第１手段と、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されて前記第１の活性化信号をゲートに入力する第
１のＰ型チャネルＭＯＳトランジスタと、ドレインが該第１のＰ型チャネルＭＯＳトラン
ジスタのドレインに接続されると共にソースが前記第１の基準電位または前記第２の基準
電位に接続され、前記制御信号をゲートに入力する第２のＰ型チャネルＭＯＳトランジス
タと、ドレインが該第１及び第２のＰ型チャネルＭＯＳトランジスタのドレインに接続さ
れると共にソースが前記第１の基準電位または前記第２の基準電位に接続され、前記第１
の活性化信号をゲートに入力する第１のＮ型チャネルＭＯＳトランジスタとを有し、前記
第２のＰ型チャネルＭＯＳトランジスタ及び前記第１のＮ型チャネルＭＯＳトランジスタ
のドレインから前記第２の活性化信号を出力する第２手段とで構成したことを特徴とする
センス回路。

前記第１の基準電位と前記第２の基準電位を接続する手段を有したことを特徴とする請
求項１、２または３記載のセンス回路。

請求項１、２または３記載の第１のセンスアンプ、第２のセンスアンプ及びトランスフ
ァゲートと、
　前記第１の基準電位と前記第２の基準電位とは独立に第３の基準電位を出力するソース
電位発生回路と、
　前記制御信号をゲートに入力して該制御信号のレベルに応じた論理レベルの第１の活性
化信号を出力する第１手段と、ソースが前記第２の電源電位に接続されて前記第１の活性
化信号をゲートに入力するＰ型チャネルＭＯＳトランジスタと、ドレインが該Ｐ型チャネ
ルＭＯＳトランジスタのドレインに接続されると共にソースが前記第３の基準電位に接続
され、前記第１の活性化信号をゲートに入力して該ドレインから、該第１の活性化信号と
は相補的な論理レベルの第２の活性化信号を出力するＮ型チャネルＭＯＳトランジスタと
を有した第２手段とで構成された活性化信号生成回路と、
　ソースが前記第１の電源電位に接続されると共にドレインが前記第１のセンスアンプに
接続され、ゲートに入力された前記第１の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第１のセンスアンプを活性化する第１のＭＯＳトランジスタと、
　ソースが前記第２の電源電位に接続されると共にドレインが前記第２のセンスアンプに
接続され、ゲートに入力された前記第２の活性化信号に基づきオン、オフし、このオン状
態のとき該第２のセンスアンプを活性化する第２のＭＯＳトランジスタとを、
　備えたことを特徴とするセンス回路。



トランジスタ（以下、ＮＭＯＳという）３とを有している。各容量２の一方の電極は、Ｎ
ＭＯＳ３のソースに接続され、該容量２の他方の電極には、セルプレート電位を設定する
基準電位Ｖ CPが与えられる接続になっている。図２中のメモリセルＭ１におけるＮＭＯＳ
３のドレインは、ビット線ＢＬに接続され、該ＮＭＯＳ３のゲートがワード線ＷＬ０に接
続されている。メモリセルＭ２のＮＭＯＳ３のドレインは、ビット線ＢＬＢに接続され、
この該ＮＭＯＳ３のゲートが、ワード線ＷＬ１に接続されている。
メモリセルアレイ１から導出されたビット線対ＢＬ，ＢＬＢには、イコライズ回路４が接
続されている。イコライズ回路４は各ビット線ＢＬ，ＢＬＢの電位を同一レベルに設定す
るものであり、ビット線プリチャージ用の基準電位Ｖ BLがソースに接続された２個のＮＭ
ＯＳ４ａ，４ｂを備えている。各ＮＭＯＳ４ａ，４ｂのドレインは、ビット線対ＢＬ，Ｂ
ＬＢにそれぞれ接続され、これらＮＭＯＳ４ａ，４ｂのゲートには、制御信号 EQM が共通
に与えられるようになっている。各基準電位Ｖ CP及び基準電位Ｖ BLは、共に電源電位Ｖ CC
の約１／２の中間電位であり、ＶＣＰ発生回路５及びＶＢＬ発生回路６でそれぞれ生成さ
れて与えられる構成である。
【０００３】
ビット線対ＢＬ，ＢＬＢの先に、センス回路１０が接続されている。
センス回路１０において、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢはトランスファゲートを構成する２つ
のＮＭＯＳ１１，１２を介してセンスアンプノードＮＡ，ＮＡＢにそれぞれ接続されてい
る。即ち、各ＮＭＯＳ１１，１２のゲートには、制御信号 TGが入力され、該制御信号 TGに
基づきＮＭＯＳ１１，１２がオンして各ノードＮＡ，ＮＡＢとビット対ＢＬ，ＢＬＢとが
、それぞれ接続される構成である。
ノードＮＡとノードＮＡＢの間には、ソース同士が接続された２つのＰチャネル型ＭＯＳ
トランジスタ（以下、ＰＭＯＳという）１３ａ，１３ｂで構成されたセンスアンプ１３と
、ソース同士が接続された２つのＮＭＯＳ１４ａ，１４ｂで構成されたセンスアンプ１４
とが、設けられている。ノードＮＡは、ＰＭＯＳ１３ａ及びＮＭＯＳ１４ａのドレインと
、ＰＭＯＳ１３ｂ及びＮＭＯＳ１４ｂのゲートに接続されている。ノードＮＡＢは、ＰＭ
ＯＳ１３ｂ及びＮＭＯＳ１４ｂのドレインと、ＰＭＯＳ１３ａ及びＮＭＯＳ１４ａのゲー
トに接続されている。
【０００４】
　ＰＭＯＳ１３ａ，１３ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ CCに接続されたＰＭＯＳ１５
のドレインに接続されている。ＮＭＯＳ１４ａ，１４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ
SSに接続されたＮＭＯＳ１６のドレインに接続されている。ＮＭＯＳ１６のゲートには、
センス開始信号 SLNGB がインバータ１７を介して信号 SLNGとなって与えられる構成になっ
ている。ＮＭＯＳ１５には、信号 SLNGがインバータ１８を介して信号 SLPGになって与えら
れる構成である。各インバータ１７，１８は、電源電位Ｖ CCと電源電位Ｖ SS間に接続され
、入力信号のレベルに応じて出力信号のレベルを電位Ｖ CCまたは電位Ｖ SSに設定する構成
である。
　実際のＤＲＡＭでは、メモリセルアレイ１からは複数組のビット線対ＢＬ，ＢＬＢが導
出されているので、それらに対応して複数のセンス回路１０がアレイ化されている。ただ
し、ＰＭＯＳ１５ ＮＭＯＳ１６ インバータ１７，１８は、複数の
で共用される構成である。
　図３は、図２の動作を示す波形図であり、この図３を参照しつつ、ＤＲＡＭの動作を説
明する。
【０００５】
制御信号 EQM が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに変化することで、イコライズ回路４中の
ＮＭＯＳ４ａ，４ｂがオフ状態になり、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢが基準電位Ｖ BLから切り
離される。この状態で、ワード線ＷＬ０が選択されて昇圧レベルの電位Ｖ CC＋Ｖ t ＋αに
立ち上がると、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢの間に、メモリセルの情報に応じた微小電位差が
生じる。ワード線ＷＬ０の立ち上がるのと同時に、制御信号 TGも昇圧レベルの電位Ｖ CC＋
Ｖ t ＋αに立ち上がり、ＮＭＯＳ１１，１２がオンする。これにより、ビット線対ＢＬ，
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、 、及び センス回路１０



ＢＬＢがノードＮＡ，ＮＡＢに接続される。
【０００６】
センス動作は、センス開始信号 SLNGB が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに変化することで
開始される。センス開始信号 SLNGB が“Ｌ”レベルに変化すると、インバータ１７により
、センスアンプ活性化信号 SLNGが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベル（電位Ｖ CC) に変化し、
センスアンプ活性化信号 SLPGが“Ｈ”レベルから　“Ｌ”レベル（電位Ｖ SS）に変化する
。これにより、ＰＭＯＳ１５とＮＭＯＳ１６が共にオン状態になって、センスアンプ１３
，１４が活性化する。活性化したセンスアンプ１３，１４によって、ビット線対ＢＬ，Ｂ
ＬＢとノードＮＡ，ＮＡＢにおける微小電位差が感知され、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢに対
するＰＭＯＳ１５とＮＭＯＳ１６を介した充放電が行われて微小電位差が増幅される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＤＲＡＭでは、次のような課題があった。
センス回路１０のセンス動作で発生するビット線対ＢＬ，ＢＬＢの充放電電流と、ＰＭＯ
Ｓ１５とＮＭＯＳ１６に電源電位Ｖ CC，Ｖ SSを供給する配線の寄生抵抗とによる電圧降下
のため、電源電位Ｖ CC，Ｖ SSに電源ノイズが発生する。この電源ノイズのため、従来のＤ
ＲＡＭでは、周辺回路の動作マージンが悪化していた。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　センス回路は、ビット線対に接続され、メモリセルの保持データに応じた該ビット線対
の間の微小電位差を感知する第１及び第２の と、そのビット線対と第１及び
第２のセンスアンプの間の導通制御を行うトランスファゲートとを有している。さらに、
センス回路は、与えられた制御信号に基づき、論理レベルが互いに相補的な第１の活性化
信号と第２の活性化信号とを生成する活性化信号生成回路と、第１のセンスアンプと第１
の電源電位との間に接続され、ゲートに入力された第１の活性化信号に基づきオン、オフ
し、このオン状態のとき該第１のセンスアンプを活性化する第１のＭＯＳトランジスタと
、第２のセンスアンプと第１の電源電位よりも高い第２の電源電位との間に接続され、第
２の活性化信号をゲートに入力してオン、オフし、このオン状態のとき該第２のセンスア
ンプを活性化する第２のＭＯＳトランジスタとを、備えている。そして、第１及び第２の
センスアンプを活性化して各ビット線に対する第１及び第２の電源電位からの充放電を行
い、ビット線対の間の微小電位差を保持データの論理レベルに対応した電位差に設定する
構成である。
【０００９】
　前記課題を解決するために、第１～ の発明は、センス回路中の活性化信号生成回路
を次のような構成にしている。即ち、第１～ の発明における活性化信号生成回路は、
第２の活性化信号の論理レベルのうちの第２のＭＯＳトランジスタをオン状態にする論理
レベルを、第１の電源電位と第２の電源電位の間の中間電位に設定する構成にしている。
　第１～ の発明によれば、以上のようにセンス回路を構成したので、第１の活性化信
号と第２の活性化信号が第１及び第２のＭＯＳトランジスタのゲートに与えられて、第１
及び第２のセンスアンプが活性化する。これにより、ビット線対の間の微小電位差が、保
持データの論理レベルに対応した電位差に設定される。ここで、第２の活性化信号のレベ
ルは、第１の電源電位と第２の電源電位の間の中間電位に設定されているので、第２のＭ
ＯＳトランジスタの動作領域が従来とは異なると共に、該第２のＭＯＳトランジスタにお
けるオン抵抗が増加する。従って、前記課題を解決することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】

　図１は、本発明の第１の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
　このＤＲＡＭでは、メモリセルアレイ２０中に複数のメモリセルＭ１，Ｍ２，…を備え
ている。各メモリセルＭ１，Ｍ２，…は同様の構成であり、容量素子である平行平板容量
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２１とＮＭＯＳ２２とで構成されている。各容量２１の一方の電極は、ＮＭＯＳ２２のソ
ースに接続され、該容量２１の他方の電極には、セルプレート電位を設定する第１の基準
電位である電位Ｖ CPが与えられる接続になっている。電位Ｖ CPは、第１の電源電位Ｖ SSと
第２の電源電位Ｖ CCの中間の、約１／２Ｖ CCの電位であり、ＶＣＰ発生回路２３で生成さ
れたものである。
　図１中のメモリセルＭ１におけるＮＭＯＳ２２のドレインは、ビット線ＢＬに接続され
、該ＮＭＯＳ２２のゲートがワード線ＷＬ０に接続されている。メモリセルＭ２のＮＭＯ
Ｓ２２のドレインは、ビット線ＢＬＢに接続され、この該ＮＭＯＳ２２のゲートが、ワー
ド線ＷＬ１に接続されている。 から導出されたビット線対ＢＬ，Ｂ
ＬＢには、イコライズ回路２５が接続されている。
【００１１】
イコライズ回路２５は各ビット線ＢＬ，ＢＬＢの電位を同一レベルに設定するものであり
、ビット線プリチャージ用の第２の基準電位Ｖ BLがソースに与えられた２個のＮＭＯＳ２
５ａ，２５ｂを備えている。各ＮＭＯＳ２５ａ，２５ｂのドレインは、ビット線対ＢＬ，
ＢＬＢにそれぞれ接続され、これらＮＭＯＳ２５ａ，２５ｂのゲートには、プリチャージ
制御信号 EQM が共通に与えられるようになっている。電位Ｖ BLは、第１の電源電位Ｖ SSと
第２の電源電位Ｖ CCの中間の約１／２Ｖ CCの電位であり、ＶＢＬ発生回路２６で生成され
たものである。ビット線対ＢＬ，ＢＬＢの先に、センス回路３０が接続されている。
センス回路３０において、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢは、トランスファゲートを構成する２
つのＮＭＯＳ３１，３２を介してセンスアンプノードＮＡ，ＮＡＢにそれぞれ接続されて
いる。即ち、各ＮＭＯＳ３１，３２のゲートには、制御信号 TGが入力され、該制御信号 TG
に基づきＮＭＯＳ３１，３２がオンし、ノードＮＡ，ＮＡＢとビット対ＢＬ，ＢＬＢとが
接続される構成である。
【００１２】
ノードＮＡとノードＮＡＢの間には、第１及び第２のセンスアンプ３３，３４が接続され
ている。センスアンプ３３は、ソース同士が接続された２つのＮＭＯＳ３３ａ，３３ｂで
構成されている。センスアンプ３４は、ソース同士が接続された２つのＰＭＯＳ３４ａ，
３４ｂで構成されている。ノードＮＡは、ＮＭＯＳ３３ａ及びＰＭＯＳ３４ａのドレイン
と、ＮＭＯＳ３３ｂ及びＰＭＯＳ３４ｂのゲートに接続されている。ノードＮＡＢは、Ｎ
ＭＯＳ３３ｂ及びＰＭＯＳ３４ｂのドレインと、ＮＭＯＳ３３ａ及びＰＭＯＳ３４ａのゲ
ートに接続されている。ＮＭＯＳ３３ａ，３４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ SSに接
続された第１のＭＯＳトランジスタであるＮＭＯＳ３５のドレインに接続されている。Ｐ
ＭＯＳ３４ａ，３４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ CCに接続された第２のＭＯＳトラ
ンジスタであるＰＭＯＳ３６のドレインに接続されている。
【００１３】
このセンス回路３０には、さらに、第１の活性化信号 SLNGと第２の活性化信号 SLPGとを生
成する活性化信号生成回路が設けられている。活性化信号生成回路は、第１手段のインバ
ータ３７と第２手段のインバータ３８とで構成されている。インバータ３７には、制御信
号であるセンス開始信号 SLNGB がゲート入力され、該該インバータ３７が活性化信号 SLNG
を出力する構成である。インバータ３８は、活性化信号 SLNGに対して相補的論理レベルを
示す活性化信号 SLPGを出力するものであり、ＰＭＯＳ３８ａとＮＭＯＳ３８ｂで構成され
ている。これらＰＭＯＳ３８ａとＮＭＯＳ３８ｂのゲートには活性化信号 SLNGが共通に入
力されると共に、そのドレイン同士は接続されている。ＰＭＯＳ３８ａのソースは電源電
位Ｖ CCに接続されている。ＮＭＯＳ３８ｂのソースは、従来とは異なり、基準電位Ｖ BLに
接続されている。インバータ３７の出力する活性化信号 SLNGがＮＭＯＳ３５のゲートに与
えられ、インバータ３８の出力する活性化信号 SLPGがＰＭＯＳ３６のゲートに与えられる
接続である。
【００１４】
　図１では簡単のためセンス回路３０を一つのみ示 いるが、通常のＤＲＡＭでは、メ
モリセルアレイ２０からは複数組のビット線対ＢＬ，ＢＬＢが導出されているので、それ
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らに対応して複数のセンス回路３０がアレイ化されている。ただし、ＮＭＯＳ３５ ＰＭ
ＯＳ３６ インバータ３７，３８は、複数のセン　回路３０で共用される構成である
。
　図４は、図１の動作を示す波形図であり、この図４を参照しつつ、ＤＲＡＭの動作を説
明する。
　プリチャージ制御信号 EQM が、図４のタイミングで、“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに
変化することで、イコライズ回路２５中のＮＭＯＳ２５ａ，２５ｂがオフ状態になり、ビ
ット線対ＢＬ，ＢＬＢが基準電位Ｖ BLから切り離される。この状態で、ワード線ＷＬ０が
選択されて昇圧レベルの電位Ｖ CC＋Ｖ t ＋αに立ち上がると、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢの
間に、メモリセルの保持情報に応じた微小電位差が生じる。ワード線ＷＬ０の立ち上がる
のと同時に、制御信号 TGも昇圧レベルの電位Ｖ CC＋Ｖ t ＋αに立ち上がり、トランスファ
ゲートのＮＭＯＳ３１，３２がオンする。これにより、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢが、ノー
ドＮＡ，ＮＡＢに接続される。
【００１５】
センス動作は、センス開始信号 SLNGB が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに変化することで
開始される。センス開始信号 SLNGB が“Ｌ”レベルに変化すると、インバータ３７により
、活性化信号 SLNGが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベル（電位Ｖ CC) に変化し、ＮＭＯＳ３８
ｂがオンして活性化信号 SLPGが“Ｈ”レベルから　“Ｌ”レベルに変化する。活性化信号
SLPGの“Ｌ”レベルは、ＮＭＯＳ３８ｂによって、基準電位Ｖ BLに設定される。
これにより、活性化信号 SLNGの“Ｈ”レベルを入力するＮＭＯＳ３５と、活性化信号 SLPG
の“Ｌ”レベルを入力するＰＭＯＳ３６が共にオン状態になり、センスアンプ３３，３４
が活性化する。活性化したセンスアンプ３３，３４によって、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢと
ノードＮＡ，ＮＡＢにおける微小電位差が感知され、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢに対するＰ
ＭＯＳ３６とＮＭＯＳ３５を介した充放電が行われる。そして、各ビット線ＢＬ，ＢＬＢ
の電位差が、メモリセルの保持するデータに対応した値になる。
以上のように、この第１の実施形態では、インバータ３８の出力する活性化信号 SLPGの“
Ｌ”レベルは、基準電位Ｖ BL（１／２Ｖ CC）に設定され、該基準電位Ｖ BLがＰＭＯＳ３６
のゲートに与えられる構成である。従って、次の（ａ）～（ｃ）のような効果が得られる
。
【００１６】
　（ａ）　ＰＭＯＳ３６におけるオン抵抗は、従来のように電位Ｖ SSでオン状態になる場
合よりも大きくなり、充放電を行う際の該ＰＭＯＳ３６での電圧降下が大きくなる。その
ため、 を供給する配線における寄生抵抗での電圧降下が最小限に抑えられ、
周辺回路の動作マージンが悪化しない。
　（ｂ）　ＰＭＯＳ３６のゲート電位が、基準電位Ｖ BL（１／２Ｖ CC）に設定されるので
、該ＰＭＯＳ３６でのドレイン電流対ドレイン・ソース間電圧特性が、従来とは異なり、
定電流源でビット線対ＢＬ，ＢＬＢへの充電を行っているのに近くなり、充電のピーク電
流を低減できる。
　（ｃ）　ビット線対ＢＬ，ＢＬＢをプリチャージする電位Ｖ BLで、ＰＭＯＳ３６をオン
させるので、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢのプリチャージ状態をモニタして、充電電流を選択
することになり、電位Ｖ BLの値が変化しても、その値にかかわらず、常に一定の

の充電スピードが得られる。例えば、ビット線ＢＬのプリチャージ電位が
１／２Ｖ CC＋δＶの場合には、ビット線ＢＬに対する充電電流はδＶ分の電荷量が少なく
てよい。このときには、活性化信号 SLPGの電位レベルもδＶ上昇し、ＰＭＯＳ３６のセン
スアンプ３３への活性化能力が低下する。即ち、ビット線ＢＬに対する充電電流の減少分
、ＰＭＯＳ３６に対する活性化能力が低下し、充電スピードが変わらない。
【００１７】

図５は、本発明の第２の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図であり、図１中の要素と
共通する要素には共通の符号が付されている。
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このＤＲＡＭは、第１の実施形態と同様のメモリセルアレイ２０と、イコライズ回路２５
と、ＶＣＰ発生回路２３と、ＶＢＬ発生回路２６と、図１とは異なるセンス回路４０とを
備えている。
センス回路４０は、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢの先に接続されている。センス回路４０にお
いて、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢは、トランスファゲートを構成する２つのＮＭＯＳ４１，
４２を介し、センスアンプノードＮＡ，ＮＡＢにそれぞれ接続されている。ノードＮＡと
ノードＮＡＢの間には、第１及び第２のセンスアンプ４３，４４が接続されている。セン
スアンプ４３は、ソース同士が接続された２つのＮＭＯＳ４３ａ，４３ｂで構成されてい
る。センスアンプ４４は、ソース同士が接続された２つのＰＭＯＳ４４ａ，４４ｂで構成
されている。ノードＮＡは、ＮＭＯＳ４３ａ及びＰＭＯＳ４４ａのドレインと、ＮＭＯＳ
４３ｂ及びＰＭＯＳ４４ｂのゲートに接続されている。ノードＮＡＢは、ＮＭＯＳ４３ｂ
及びＰＭＯＳ４４ｂのドレインと、ＮＭＯＳ４３ａ及びＰＭＯＳ４４ａのゲートに接続さ
れている。ＮＭＯＳ４３ａ，４４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ SSに接続された第１
のＭＯＳトランジスタであるＮＭＯＳ４５のドレインに接続されている。ＰＭＯＳ４４ａ
，４４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ CCに接続された第２のＭＯＳトランジスタであ
るＰＭＯＳ４６のドレインに接続されている。
【００１８】
このセンス回路４０には、さらに、第１の活性化信号 SLNGと第２の活性化信号 SLPGとを生
成する第１の実施形態とは異なる活性化信号生成回路が設けられている。活性化信号生成
回路は、第１手段のインバータ４７と第２手段のインバータ４８とで構成されている。イ
ンバータ４７には、制御信号のセンス開始信号 SLNGB がゲートに入力され、該該インバー
タ４７が活性化信号 SLNGを出力する構成である。インバータ４８は、活性化信号 SLNGに対
して相補的論理レベルを示す活性化信号 SLPGを出力するものであり、第１のＰＭＯＳ４８
ａと第２のＰＭＯＳ４８ｂとで構成されている。ＰＭＯＳ４８ａのゲートには、活性化信
号 SLNGが入力され、ＰＭＯＳ４８ｂのゲートには、センス開始信号 SLNGB が入力される接
続である。ＰＭＯＳ４８ａのドレインとＰＭＯＳ４８ｂのドレインとが接続されている。
ＰＭＯＳ４８ａのソースは、電源電位Ｖ CCに接続され、ＰＭＯＳ４８ｂのソースは基準電
位Ｖ BLに接続されている。インバータ４７の出力する活性化信号 SLNGが、ＮＭＯＳ４５の
ゲートに与えられ、インバータ４８の出力する活性化信号 SLPGが、ＰＭＯＳ４６のゲート
に与えられる接続である。
【００１９】
　図１では簡単のためセンス回路４０を一つのみ示 いるが、通常のＤＲＡＭでは、メ
モリセルアレイ２０から複数組のビット線対ＢＬ，ＢＬＢが導出されているので、それら
に対応して複数のセンス回路４０がアレイ化されている。ただし、ＮＭＯＳ４５ ＰＭＯ
Ｓ４６ インバータ４７，４８は、複数のセンス回路４０で共用される構成である。
　図６は、図５の動作を示す波形図であり、この図５を参照しつつ、ＤＲＡＭの動作を説
明する。
　この第２の実施形態のＤＲＡＭの動作は、基本的に第１の実施形態と同様である。即ち
、プリチャージ制御信号 EQM により、イコライズ回路２５中のＮＭＯＳ２５ａ，２５ｂが
オフ状態になってから、トランスファゲートのＮＭＯＳ４１，４２がオンし、ビット線対
ＢＬ，ＢＬＢがノードＮＡ，ＮＡＢに接続されるまでの動作は、第１の実施形態と同様で
ある。センス開始信号 SLNGB が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに変化することでセンス動
作が開始される。センス開始信号 SLNGB が“Ｌ”レベルに変化すると、インバータ４７に
より、活性化信号 SLNGが　“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベル（電位Ｖ CC) に変化する。これ
と同時にＰＭＯＳ４８ｂがオンして活性化信号 SLPGが“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに変
化する。活性化信号 SLPGの“Ｌ”レベルは、ＰＭＯＳ４８ｂによって、基準電位Ｖ BLに設
定される。
【００２０】
　これにより、活性化信号 SLNGの“Ｈ”レベルを入力するＮＭＯＳ４５と、活性化信号 SL
PGが“Ｌ”レベルを入力するＰＭＯＳ４６が共にオン状態になって、センスアンプ４３，
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４４が活性化する。活性化したセンスアンプ４３，４４によって、ビット線対ＢＬ，ＢＬ
ＢとノードＮＡ，ＮＡＢにおける微小電位差が感知され、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢに対す
るＰＭＯＳ４６とＮＭＯＳ４５を介した充放電が行われる。そして、各ビット線ＢＬ，Ｂ
ＬＢの電位差が、メモリセルの保持するデータに対応した値になる。
　以上のように、この第２の実施形態では、活性化信号 SLPGの“Ｌ”レベルは、基準電位
Ｖ BL（１／２Ｖ CC）に設定されてＰＭＯＳ４６のゲートに与えられる構成なので、第１の
実施形態と同様の（ａ） （ｃ）の効果が期待できる。そのうえ、センス開始信号 SLNGB 
でインバータ４８のＰＭＯＳ４８ｂがオンするので、活性化信号 SLPGの立ち下がりをイン
バータ１つ分だけ速くできる。
【００２１】

図７は、本発明の第３の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図であり、図１、図５中の
要素と共通する要素には共通の符号が付されている。
このＤＲＡＭは、第１及び第２の実施形態と同様のメモリセルアレイ２０、イコライズ回
路２５、ＶＣＰ発生回路２３及びＶＢＬ発生回路２６と、図１或いは図５とは異なるセン
ス回路５０とを、備えている。
センス回路５０は、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢの先に接続されている。センス回路５０にお
いて、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢは、トランスファゲートを構成する２つのＮＭＯＳ５１，
５２を介してセンスアンプノードＮＡ，ＮＡＢにそれぞれ接続されている。ノードＮＡと
ノードＮＡＢの間には、第１及び第２のセンスアンプ５３，５４が接続されている。セン
スアンプ５３は、ソース同士が接続された２つのＮＭＯＳ５３ａ，５３ｂで構成されてい
る。センスアンプ５４は、ソース同士が接続された２つのＰＭＯＳ５４ａ，５４ｂで構成
されている。
【００２２】
　ノードＮＡは、ＮＭＯＳ５３ａ及びＰＭＯＳ５４ａのドレインと、ＮＭＯＳ５３ｂ及び
ＰＭＯＳ５４ｂのゲートに接続されている。ノードＮＡＢは、ＮＭＯＳ５３ｂ及びＰＭＯ
Ｓ５４ｂのドレインと、ＮＭＯＳ５３ａ及びＰＭＯＳ５４ａのゲートに接続されている。
ＮＭＯＳ５３ａ，５４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ SSに接続された第１のＭＯＳト
ランジスタであるＮＭＯＳ５５のドレインに接続されている。ＰＭＯＳ５４ａ，５４ｂの
ソースは、ソースが電源電位Ｖ CCに接続された第２のＭＯＳトランジスタであるＰＭＯＳ
５６のドレインに接続されている。
　このセンス回路５０には、第１の活性化信号 SLNGと第２の活性化信号 SLPGとを生成する
第１及び第２の実施形態とは異なる活性化信号生成回路が設けられている。活性化信号生
成回路は、第１手段のインバータ５７と第２手段のインバータ５８とで構成されている。
インバータ５７には、制御信号であるセンス開始信号 SLNGB がゲート入力され インバ
ータ５７が活性化信号 SLNGを出力する構成である。インバータ５８は、活性化信号 SLNGに
対して相補的論理レベルを示す活性化信号 SLPGを出力するものであり、第１のＰＭＯＳ５
８ａと第２のＰＭＯＳ５８ｂと とで構成されている。
【００２３】
　ＰＭＯＳ５８ａとＮＭＯＳ５８ｃのゲートには活性化信号 SLNGが共通に入力され、ＰＭ
ＯＳ５８ｂのゲートには、センス開始信号 SLNGB が入力される接続になっている。ＰＭＯ
Ｓ５８ａとＰＭＯＳ５８ｂとＮＭＯＳ５８ｃのドレインは、共通に接続されている。ＰＭ
ＯＳ５８ａのソースは、電源電位Ｖ CCに接続され、ＰＭＯＳ５８ｂとＮＭＯＳ５８ｃのソ
ースが、基準電位Ｖ BLに接続されている。インバータ５７の出力する活性化信号 SLNGがＮ
ＭＯＳ５５のゲートに与えられ、インバータ５８の出力する活性化信号 SLPGが、ＰＭＯＳ
５６のゲートに与えられる接続である。
　 では簡単のためセンス回路５０を一つのみ示 いるが、実際のＤＲＡＭでは、そ
れらに対応して複数のセンス回路５０がアレイ化されている。
　図８は、図７の動作を示す波形図であり、この図を参照しつつ、図７の動作を説明する
。
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【００２４】
この第３の実施形態における動作も、第１及び第２の実施形態と基本的に同じである。よ
って、第１のブリチャージ制御信号 EQM により、イコライズ回路２５中のＮＭＯＳ２５ａ
，２５ｂがオフ状態になってから、トランスファゲートのＮＭＯＳ５１，５２がオンし、
ビット線対ＢＬ，ＢＬＢがノードＮＡ，ＮＡＢに接続されるまでの動作は、第１及び第２
の実施形態と同様である。センス開始信号 SLNGB が“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに変化
することでセンス動作が開始される。センス開始信号 SLNGB が“Ｌ”レベルに変化すると
、インバータ５７により、活性化信号 SLNGが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベル（電位Ｖ CC) 
に変化する。これと同時にＰＭＯＳ５８ｂがオンして活性化信号 SLPGが“Ｈ”レベルから
“Ｌ”レベルに変化する。ＰＭＯＳ５８ｂがオンしてから、１インバータ分遅れてＮＭＯ
Ｓ５８ｃがオンする。ＮＭＯＳ５８ｃがオンすることで、活性化信号 SLPGのレベルが安定
し、該活性化信号 SLPGの“Ｌ”レベルは、基準電位Ｖ BLに設定される。
【００２５】
これにより、活性化信号 SLNGの“Ｈ”レベルを入力するＮＭＯＳ５５と、活性化信号 SLPG
の“Ｌ”レベルを入力するＰＭＯＳ５６が共にオン状態になって、センスアンプ５３，５
４が活性化する。活性化したセンスアンプ５３，５４によって、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢ
とノードＮＡ，ＮＡＢにおける微小電位差が感知され、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢに対する
ＰＭＯＳ５６とＮＭＯＳ５５を介した充放電が行われる。そして、各ビット線ＢＬ，ＢＬ
Ｂの電位差が、メモリセルの保持するデータに対応した値になる。
以上のように、この第３の実施形態では、活性化信号 SLPGの“Ｌ”レベルは、基準電位Ｖ
BL（１／２Ｖ CC）に設定されてＰＭＯＳ５６のゲートに与えられる構成なので、第１及び
第２の実施形態における（ａ）と（ｂ）の効果が期待できる。そのうえ、センス開始信号
SLNGB でインバータ５８のＰＭＯＳ５８ｂがオンするので、活性化信号 SLPGの立ち下がり
をインバータ１つ分だけ速くできる。さらに、ＮＭＯＳ５８ｃを設けているので、活性化
信号 SLPGの立ち下がり電位レベルを第２の実施形態よりも確実にできる。
【００２６】

　図９は、本発明の第４の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図であり、図１、図５及
び図７中の要素と共通する要素には共通の符号が付されている。
　前記第１の実施形態では活性化信号 SLPGの電位を基準電位Ｖ BLに設定していたが、この
ＤＲＡＭでは、活性化信号 SLPGの電位を基準電位Ｖ CPに設定することを特徴にしている。
　図９のＤＲＡＭは、第１～第３の実施形態と同様のメモリセルアレイ２０、イコライズ
回路２５、ＶＣＰ発生回路２３及びＶＢＬ発生回路２ 備えると共に、基準電位Ｖ CPを
入力するセンス回路６０を備えている。
【００２７】
センス回路６０の構成は、図１とほぼ同様であり、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢが、トランス
ファゲートを構成する２つのＮＭＯＳ６１，６２を介してセンスアンプノードＮＡ，ＮＡ
Ｂにそれぞれ接続されている。ノードＮＡとノードＮＡＢの間には、第１及び第２のセン
スアンプ６３，６４が接続されている。センスアンプ６３は、ソース同士が接続された２
つのＮＭＯＳ６３ａ，６３ｂで構成されている。センスアンプ６４は、ソース同士が接続
された２つのＰＭＯＳ６４ａ，６４ｂで構成されている。ノードＮＡは、ＮＭＯＳ６３ａ
及びＰＭＯＳ６４ａのドレインと、ＮＭＯＳ６３ｂ及びＰＭＯＳ６４ｂのゲートに接続さ
れている。ノードＮＡＢは、ＮＭＯＳ６３ｂ及びＰＭＯＳ６４ｂのドレインと、ＮＭＯＳ
６３ａ及びＰＭＯＳ６４ａのゲートに接続されている。ＮＭＯＳ６３ａ，６４ｂのソース
は、ソースが電源電位Ｖ SSに接続された第１のＭＯＳトランジスタであるＮＭＯＳ６５の
ドレインに接続されている。ＰＭＯＳ６４ａ，６４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ CC
に接続された第２のＭＯＳトランジスタであるＰＭＯＳ６６のドレインに接続されている
。
【００２８】
　このセンス回路６０には、さらに、第１の活性化信号 SLNGと第２の活性化信号 SLPGとを
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生成する活性化信号生成回路が設けられている。活性化信号生成回路は、第１手段のイン
バータ６７と第２手段のインバータ６８とで構成されている。インバータ６７には、制御
信号であるセンス開始信号 SLNGB がゲート入力され インバータ６７が活性化信号 SLNG
を出力する構成である。インバータ６８は、活性化信号 SLNGに対して相補的論理レベルを
示す活性化信号 SLPGを出力するものであり、ＰＭＯＳ６８ａとＮＭＯＳ６８ｂとで構成さ
れている。ＰＭＯＳ６８ａとＮＭＯＳ６８ｃのゲートには、活性化信号 SLNGが共通に入力
される接続になっている。ＰＭＯＳ６８ａとＮＭＯＳ６８ｂのドレインは、共通に接続さ
れている。ＰＭＯＳ６８ａのソースは、電源電位Ｖ CCに接続され、ＮＭＯＳ６８ｂのソー
スが基準電位Ｖ CPに接続されている。インバータ６７の出力する活性化信号 SLNGが、ＮＭ
ＯＳ６５のゲートに与えられ、インバータ６８の出力する活性化信号 SLPGが、ＰＭＯＳ６
６のゲートに与えられる接続である。
【００２９】
図１０は、図９の動作を示す波形図である。
このＤＲＡＭでは、センス回路６０中のＮＭＯＳ６８ｂのソースに基準電位Ｖ BLと同じ電
位（１／２Ｖ CC）の基準電位Ｖ CPが入力される構成であり、活性化信号 SLPGの電位も図４
と同じになる。即ち、第１の実施形態とまったく同じ動作が行われる。
以上のように、この第４の実施形態では、ＮＭＯＳ６８ｂのソースに基準電位Ｖ CPを入力
する構成にしているので、第１の実施形態における（ｃ）の効果は得られないが、（ａ）
及び（ｂ）の効果が得られる。
【００３０】

　図１１は、本発明の第５の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図であり、図１、図５
、図７及び図９中の要素と共通する要素には共通の符号が付されている。
　活性化信号 SLPGの電位レベルを設定する電位は、基準電位Ｖ BLでも基準電位Ｖ CPでもど
ちらを用いても電源ノイズ 減少させることを、第４の実施形態では説明している。この
第５の実施形態では、基準電位Ｖ BLと基準電位Ｖ CPとの間がトランスファゲート等の接続
手段７０で接続可能な構成のＤＲＡＭを説明する。
　まず、ＤＲＡＭの構成を説明する。このＤＲＡＭは、第１～第４の実施形態と同様のメ
モリセルアレイ２０、イコライズ回路２５、ＶＣＰ発生回路２３及びＶＢＬ発生回路２

備えている。接続手段７０は、オン状態のとき基準電位Ｖ BLと基準電位Ｖ CPとを接続す
る構成である。
【００３１】
　一方、 の先に、センス回路８０が接続されている。

の構成は、図１とほぼ同様であり、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢが、トランスファゲート
を構成する２つのＮＭＯＳ８１，８２を介してセンスアンプノードＮＡ，ＮＡＢにそれぞ
れ接続されている。ノードＮＡとノードＮＡＢの間には、第１及び第２のセンスアンプ８
３，８４が接続されている。センスアンプ８３は、ソース同士が接続された２つのＮＭＯ
Ｓ８３ａ，８３ｂで構成されている。センスアンプ８４は、ソース同士が接続された２つ
のＰＭＯＳ８４ａ，８４ｂで構成されている。
【００３２】
　ノードＮＡは、ＮＭＯＳ８３ａ及びＰＭＯＳ８４ａのドレインと、ＮＭＯＳ８３ｂ及び
ＰＭＯＳ８４ｂのゲートとに接続されている。ノードＮＡＢは、ＮＭＯＳ８３ｂ及びＰＭ
ＯＳ８４ｂのドレインと、ＮＭＯＳ８３ａ及びＰＭＯＳ８４ａのゲートとに接続されてい
る。ＮＭＯＳ８３ａ，８４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ SSに接続された第１のＭＯ
ＳトランジスタであるＮＭＯＳ８５のドレインに接続されている。ＰＭＯＳ８４ａ，８４
ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ CCに接続された第２のＭＯＳトランジスタであるＰＭ
ＯＳ８６のドレインに接続されている。
　このセンス回路８０には、第１の活性化信号 SLNGと第２の活性化信号 SLPGとを生成する
活性化信号生成回路が設けられている。活性化信号生成回路は、第１手段のインバータ８
７と第２手段のインバータ８８とで構成されている。インバータ８７には、制御信号であ
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るセンス開始信号 SLNGB がゲート入力され インバータ８７が、活性化信号 SLNGを出力
する構成である。インバータ８８は、活性化信号 SLNGに対して相補的論理レベルを示す活
性化信号 SLPGを出力するものであり、ＰＭＯＳ８８ａとＮＭＯＳ８８ｂで構成されている
。ＰＭＯＳ８８ａとＮＭＯＳ８８ｂのゲートには、活性化信号 SLNGが共通に入力される接
続になっている。ＰＭＯＳ８８ａとＮＭＯＳ８８ｂのドレインは、共通に接続されている
。ＰＭＯＳ８８ａのソースは、電源電位Ｖ CCに接続され、ＮＭＯＳ８８ｂのソースが同じ
電位レベルの基準電位Ｖ CP，Ｖ BLに接続されている。インバータ８７の出力する活性化信
号 SLNGがＮＭＯＳ８５のゲートに与えられ、インバータ８８の出力する活性化信号 SLPGが
ＰＭＯＳ８６のゲートに与えられる接続である。
【００３３】
図１２は、図１１の動作を示す波形図である。
このＤＲＡＭでは、センス回路８０中のＮＭＯＳ８８ｂのソースに、ほぼ同じ電位（１／
２Ｖ CC）の基準電位Ｖ BLと基準電位Ｖ CPが入力される構成であり、活性化信号 SLPGの電位
も図４と同じになる。即ち、第１の実施形態とまったく同じ動作が行われる。
以上のように、この第５の実施形態では、ＮＭＯＳ８８ｂのソースに基準電位Ｖ CPと基準
電位Ｖ BLを入力する構成にしているので、第１の実施形態における　（ａ）～（ｃ）と同
様の効果が得られる。
【００３４】

　図１３は、本発明の第６の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図であり、図１、図５
、図７、図９及び図１１中の要素と共通する要素には共通の符号が付されている。
　第１ 第５の実施形態では、活性化信号 SLPGの電位レベルを設定する電位は、基準電位
Ｖ BLあるいは基準電位Ｖ CPとしていたが、この第６の実施形態では、ソース電位発生回路
９０を設け、基準電位Ｖ BLや基準電位Ｖ CPとは独立の第３の基準電位Ｖ X で活性化信号 SL
PGの“Ｌ”レベルを設定する構成にしている。
【００３５】
　このＤＲＡＭは、第１～第５の実施形態と同様のメモリセルアレイ２０、イコライズ回
路２５、ＶＣＰ発生回路２３及びＶＢＬ発生回路２ 備えている。

の先に、センス回路１００が接続されている。センス回路１００の構成は、図１とほ
ぼ同様であり、ビット線対ＢＬ，ＢＬＢが、トランスファゲートを構成する２つのＮＭＯ
Ｓ１０１，１０２を介してセンスアンプノードＮＡ，ＮＡＢにそれぞれ接続されている。
ノードＮＡとノードＮＡＢの間には、第１及び第２のセンスアンプ１０３，１０４が接続
されている。センスアンプ１０３は、ソース同士が接続された２つのＮＭＯＳ１０３ａ，
１０３ｂで構成されている。センスアンプ１０４は、ソース同士が接続された２つのＰＭ
ＯＳ１０４ａ，１０４ 構成されている。ノードＮＡは、ＮＭＯＳ１０３ａ及びＰＭＯ
Ｓ１０４ａのドレインと、ＮＭＯＳ１０３ｂ及びＰＭＯＳ１０４ｂのゲートとに接続され
ている。ノードＮＡＢは、ＮＭＯＳ１０３ｂ及びＰＭＯＳ１０４ｂのドレインと、ＮＭＯ
Ｓ１０３ａ及びＰＭＯＳ１０４ａのゲートとに接続されている。ＮＭＯＳ１０３ａ，１０
４ｂのソースは、ソースが電源電位Ｖ SSに接続された第１のＭＯＳトランジスタであるＮ
ＭＯＳ１０５のドレインに接続されている。ＰＭＯＳ１０４ａ，１０４ｂのソースは、ソ
ースが電源電位Ｖ CCに接続された第２のＭＯＳトランジスタであるＰＭＯＳ１０６のドレ
インに接続されている。
【００３６】
　この には、第１の活性化信号 SLNGと第２の活性化信号 SLPGとを生成す
る活性化信号生成回路が設けられている。活性化信号生成回路は、第１手段のインバータ
１０７と第２手段のインバータ１０８とで構成されている。インバータ１０７には、制御
信号であるセンス開始信号 SLNGB がゲート入力され インバータ１０７が活性化信号 SL
NGを出力する構成である。インバータ１０８は、活性化信号 SLNGに対して相補的論理レベ
ルを示す活性化信号 SLPGを出力するものであり、ＰＭＯＳ１０８ａとＮＭＯＳ１０８ｂで
構成されている。ＰＭＯＳ１０８ａとＮＭＯＳ１０８ｂのゲートには、活性化信号 SLNGが
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共通に入力される接続になっている。ＰＭＯＳ１０８ａと のドレインは
、共通に接続されている。ＰＭＯＳ１０８ａのソースは、電源電位Ｖ CCに接続され、ＮＭ
ＯＳ１０８ｂのソースが、ソース電位発生回路９０からの に接続されている
。 の出力する活性化信号 SLNGが、ＮＭＯＳ１０５のゲートに与えられ、
インバータ１０８の出力する活性化信号 SLPGが、ＰＭＯＳ１０６のゲートに与えられる接
続である。
【００３７】
　図１４は、図１３の動作を示す波形図である。
　このＤＲＡＭでは、 を設け、センス回路１００中のＮＭＯＳ１
０８ｂのソースには、基準電位Ｖ X が入力される構成である。基準電位Ｖ X は、基準電位
Ｖ BLや基準電位Ｖ CPとは異なり、独立に変更が可能である。よって、基準電位Ｖ X のレベ
ルを適切に選択することで、第１の実施形態の（ａ）及び（ｂ）の効果を、さらに確実
したＤＲＡＭを構成できる。
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されず種々の変形が可能である。
　例えば、メモリセルアレイ２０、イコライズ回路２５の内部の構成は、第１～ の実
施形態に限定されず、他の回路構成でもよい。また、第４の実施形態では、第１の実施形
態のセンス回路３０と同様のセンス回路６０に基準電位Ｖ CPを与え、 のレ
ベルを に設定しているが、センス回路６０の構成を第２及び第３の実施形
態のセンス回路４０，５０と同様の構成にした場合でも、適用が可能である。この場合に
も、第２ 第３の実施形態と同じ効果が得られる。
【００３８】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、第１～ の発明によれば、活性化信号生成回路を、第２
の活性化信号の論理レベルのうちの第２のＭＯＳトランジスタをオン状態にする論理レベ
ルを、第１の電源電位と第２の電源電位の間の中間電位に設定する構成にしている。その
ため、第２の活性化信号のレベルが、中間電位に設定され、第２のＭＯＳトランジスタの
動作領域が従来の電源電位に設定される場合とは異なると共に、該第２のＭＯＳトランジ
スタにおけるオン抵抗が増加する。よって、ビット線対に対する充放電の際のピーク電流
を低減できると共に電源ノイズの発生が防止でき、周辺回路での動作マージンの悪化が防
止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
【図２】従来のＤＲＡＭの要部を示す回路図である。
【図３】図２の動作を示す波形図である。
【図４】図１の動作を示す波形図である。
【図５】本発明の第２の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
【図６】図５の動作を示す波形図である。
【図７】本発明の第３の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
【図８】図７の動作を示す波形図である。
【図９】本発明の第４の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
【図１０】図９の動作を示す波形図である。
【図１１】本発明の第５の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
【図１２】図１１の動作を示す波形図である。
【図１３】本発明の第６の実施形態を示すＤＲＡＭの要部の回路図である。
【図１４】図１３の動作を示す波形図である。
【符号の説明】
２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　平行平板容量
２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　メモリセルアレイ
２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＶＣＰ発生回路
２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　イコライズ回路
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ＮＭＯＳ１０８ｂ

基準電位Ｖ X
インバータ１０７

ソース電位発生回路９０

に

第６

活性化信号 SLPG
基準電位ＶＣＰ

及び

第５



２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＶＢＬ発生回路
３０，４０，５０，６０，８０，１００　　センス回路
３３，４３，５３，６３，８３，１０３　　第１のセンスアンプ
３４，４４，５４，６４，８４，１０４　　第２のセンスアンプ
３５，４５，５５，６５，８５，１０５　　ＮＭＯＳ（第１のＭＯＳトランジスタ）
３６，４６，５６，６６，８６，１０６　　ＰＭＯＳ（第２のＭＯＳトランジスタ）
３７，４７，５７，６７，８７，１０７　　インバータ（第１手段）
３８，４８，５８，６８，８８，１０８　　インバータ（第２手段）
７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　トランスファゲート
９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソース電位発生回路
Ｖ CC，Ｖ SS　　　　　　　　　　　　　　　第１及び第２の電源電位
Ｖ CP，Ｖ BL　　　　　　　　　　　　　　　第１及び第２の基準電位
Ｍ１，Ｍ２　　　　　　　　　　　　　　　メモリセル
ＢＬ，ＢＬＢ　　　　　　　　　　　　　　ビット線
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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